附件：拟转让专利简介
一、技术领域
本发明涉及集成电路技术领域，尤其涉及一种铁电负电容晶体管的电路仿真模型及建模方法。

二、背景技术
目前国内外建模金属-铁电-金属-绝缘层-半导体(MFMIS) 负电容晶体管(NC-FET) 器件电学特性的方法主要有两种：(1)基于TCAD商业数值仿真器，如Sentaurus 和Silvaco, 这种方法实际是一种基于求解一系列半导体物理方程的有限元法，计算速度慢，耗费计算和存储资源多，收敛性较差。无法对包含多个器件的电路进行仿真。(2)基于基准MOSFET器件的商业BSIM 模型与朗道-哈拉特尼科夫(Landau-Khalatnikov)方程的耦合求解法。
但是由于商业BSIM模型存在大量的拟合参数和只允许用户修改器件栅长和栅宽等少数模型参数，物理机理图像不清晰。此外，商业BSIM模型建模的器件结构和物理机理是固定的，用户不能根据实际情况进行调整。

三、发明内容
本发明的目的在于提供一种铁电负电容晶体管的电路仿真模型及建模方法，旨在解决现有的建模方法精度较低和仿真速度慢的的问题。
为实现上述目的，第一方面，本发明提供了一种铁电负电容晶体管的电路仿真模型的建模方法，包括以下步骤：
建立铁电器件剖面结构，并设置基准MOSFET器件的栅极、漏极和源极的偏压；
基于所述漏极和所述源极的偏压计算源极面电荷密度和漏极面电荷密度；
基于所述源极面电荷密度和所述漏极面电荷密度得到基准MOSFET器件的沟道电流；
计算基准MOSFET器件的栅极面电荷密度；
通过所述栅极面电荷密度得到整个铁电器件的总栅压；
基于所述沟道电流和所述总栅压构建整个铁电器件的电路仿真模型。
其中，所述基于所述漏极和所述源极的偏压进行计算，得到源极面电荷密度和漏极面电荷密度的具体方式为：
基于所述漏极和所述源极的偏压通过泊松方程和高斯边界条件方程进行计算，得到源极面电荷密度和漏极面电荷密度。

其中，所述通过所述源极面电荷密度和所述漏极面电荷密度得到基准MOSFET器件的沟道电流的具体方式为：
基于所述源极面电荷密度和所述漏极面电荷密度使用显式方程，进行计算，得到基准MOSFET器件的沟道电流。
其中，所述计算基准MOSFET器件的栅极面电荷密度的具体方式为：
使用电流连续方程和电荷分割法进行计算，得到基准MOSFET器件的栅极面电荷密度。
其中，所述通过所述栅极面电荷密度得到整个铁电器件的总栅压的具体方式为：
基于所述栅极面电荷密度使用朗道-哈拉特尼科夫相变方程进行计算，得到整个铁电器件的总栅压。
第二方面，一种铁电负电容晶体管仿真电路模拟器模型，采用第一方面所述的铁电负电容晶体管电路仿真模型的建模方法构建，
所述铁电负电容晶体管电路仿真模型包括基准MOSFEF器件与铁电电容器电学特性模型的串联组合。
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